
3SK28 シリコンNチャネル接合形電界効果トランジスタ
SILICON N CHANNEL JUNCTION FIELD EFFECT TRA~SISTOR 

0ビデオ前置増幅用 OVHF帯増幅用
o Video Pre-Amplifi.er Applications 
o VHF Band Amplifier Applications. 

・相互コンダクタンスが高い:gm=4 .5~13m (j 

・帰還容量が小さし、 :Cr5s=0.6pF(Max.) 

・100MHzの電力利得が大きい :Gps=17dB( Min.) (f=lOOMHz) 

・雑音指数が小さい :NF=2.5dB(Max.) Cf=lOu:¥'1Hz) 

NF=3.0dB(Max.) (f=3うHz、

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25'C 

Characteristic Symbol Ra ti昭 Unit

ゲート 1・ドレイン間電庄 IVGIDS ー: ~ V 

ゲート 2・ド レイン間電圧 IvGSDS ー;o V 

ゲート l電流 I 1G: 三 rnA 

ゲート 2電流 I 102 rnA 

許容損失 PD rnW 

接合温度 Tz 三! 。C

保存競度 T ー .~-O ) oC 

電気的特性 ELECTR1C-¥l.， CHλR人c-=-~ヌ=STIζ5 で正=2.3'C)

通信工業用

Industrial Applicatio;1'; 
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Characteristic 

ゲートi馬れ電流

5::;::: : ~ Condition I Min. I Typ. Max， I Unit 

ゲート 1・γレイ ン去三代電工
(Note 2) 
ゲート 2・ドレイン間降伏竜王
(Note 3) 

ドレイン電流 (Note1) 

ピンチ ・オフ電圧 (Note2) 

ピンチ ・オフ電圧 (Note3) 

相互コングクタンス

!耐え達アドミタンス

γー、=一 γVo;o，=O，VDS=o 1 - 1 - 1 -10 1 nA 

γ三三?こ =一二:."_-¥， 102=0， VDS=o 1 -18 1 ーー| 一一 1 V 

¥-:S?:ーコ 三=一二マえ!_-¥.101=0， VDS=o 1 -18 1 一一| ーー V

1055 i一一、- 一γ γG S= V 02S=o 3.7 1 - I 22 I mA 

Vp:γ 、= :¥-b=lμA， Vo2s=o I -1.2 I - Iー5川 v

l VP2 二;一一二二一¥二一一一一一一 一七五毘 一一〓一一つglr. ¥<，-=¥- ，~~ "....~. 4.5 1 - 1川 m(j

|!yfs γ--て:γi=lωMHz 1 4.5 1 1 - 1 :)'r， r _，" .~v. ..._~ 4.5 I i - I m(j 

入力容量 (Fig.1) I CiS5 眠 、-γf=l::Y1Hz，VG2s=o I - I - I 6.0 I pF 

帰還容量 (Fig.2) I Cr55 γに=一 γ f=lMHz 一 | ー I 0.6 I pF 

電力利得〈Fig.3) I Gps Y:二=γ γ0:5=0，f=100MHz I 17 I - I ー I dB 

γっこ- γ γ0:5=0， f=100MHz， 1 1 ，， ~ 1 ， 1 ー 1 - J 2.5 1 dB 'Fie'.e - I i 6.v I 

γ、= ¥".γ'J:S=VG2S=0 I I ~ ~ I 
1 - 1 - 2.5 1 dB f=:kHz， Rc=lMQ  - 1 一一 "'.v 1 雑音指数 NF 

γ[.0" = --γγ口 =VGPO l | 」 3.0| dB
f=3:Hz. R:=lM Q-.).V 

Note 1 ; IDssにより下表のように分類し， 現品表示」てあ'.主ナ.

According to the value of Ios8， the 3SK2S is c!assifi.ed as follows 

Classification I Min， Max. Unit 

3SK28 y 1 3.7 7.5 1 mA 

3SK28-GR 1 6.5 13 mA 

ゴ認否二百 一 1--1了一「ーヲ2 mA 

Note 2 ;ゲー ト2をソースに接続する場合ゲー ト1・ソース間の最大電圧はV引を越えないこと.

VG1S should not exceed VP1 when gate 2 connected to source， 

Note 3;ゲー ト1をソ{スに接続する場合ゲート 2・ソース間の最大電圧はVP2を越えないこと.

VG2S should not exceed Vp' when gate 1 connected to source， 
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3SK28 
分類ごとにソース抵抗Rsを切換えて測定する.

In the test Rs must be se!ected according to the Fig.3 100:'-!Hz G o ~ および NF 測定回路
lOO:'-!Hz G?S &::¥F TEST CIRCUIT 
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C BRIDGE: BOONTON C BRIDGE 
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3SK28 
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